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はじめに 先般、我々は自立 GaN 基板上縦型 p-n接合ダイオードにおいて p-GaN 層のパンチスル

ー電圧とドリフト層のアバランシェ降伏電圧を同等にすることで、4.9kV の高耐圧を有しながら

も高破壊耐量を実現できたことを報告した 1）。しかし、パンチスルー電圧を調整するために p-GaN

層の Mg 濃度を 1017 cm-2台前半に下げる必要があり、順方向特性でのオン抵抗がやや増大すると

いうトレードオフがあった。今回、この点を回避するため新たに 2 段メサ(Two-Step Mesa)構造を

検討した結果について報告する。 

実験 p-n 接合を有するウェハは自立 GaN 基板上

にMOVPE法により成長した。図 1 に層構造および

素子構造を示す。アノード電極周辺の p-GaN 層の

一部が ICPドライエッチングにより除去された 2段

メサ構造となっているのが特徴である。2段メサの

テラス幅は 5～80 mとした。 

結果 図 2 に逆方向電流-電圧測定結果を示す。従

来のシングルメサ構造のダイオードでは、約 4.8kV

で破壊が生じたが、2段メサ構造では同程度の電圧

での降伏後も破壊が生じず、繰返し評価にも耐性を

示した。この効果は p-GaN 層の一部を除去すること

で、メサ端部分の電界集中が緩和されたことによる

と考えられる。また、テラス幅にはほとんど依存が

見られなかった。一方、順方向の電流-電圧特性にお

いては、シングルメサ構造と同じ低いオン抵抗を示

した。以上の結果から、2 段メサ構造を用いること

によりオン抵抗の増大がなく、逆方向での高破壊耐

量化が得られることが示された。 
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